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パワーデバイスの信頼性試験

 近年のパワーデバイスは自動車･自然エネルギー発電･家電等の用途に小型化・高効率化を目指して多くの新製品が開発されています。

それに伴い、パワーデバイスの信頼性試験への要求も多種多様に変化してきており、最近はＡＥＣ関連の評価も増えてきています。

下表及び次ページに、弊社で行ったパワーデバイス信頼性試験の一例をご紹介いたします。

試験項目 試験方法（規格準拠） 破壊モード ﾙﾈｻｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ事例 備考

高温逆バイアス試験 JEITA-ED-4701/101A
AEC-Q101♯5

絶縁リーク電流の増加
絶縁膜の破壊

高温高電圧絶縁基板の設計／製作
高温高電圧試験の投入

2ページを
参照ください。

高温ゲートバイアス試験 JEITA-ED-4701/101A
AEC-Q101♯5

ゲートリーク電流増加
ゲート絶縁膜の破壊、

動作基板の設計／製作
試験環境の構築〜⾼電流試験の投⼊

高温高湿バイアス試験 JEITA-ED-4701/102A
AEC-Q101♯9

⽔分によるﾘｰｸ電流増加
配線間イオンマイグレーション

高温高湿動作基板の設計／製作
高温高湿動作試験の投入

2ページを
参照ください。

温度サイクル試験
（気相）

JEITA-ED-4701/105A
AEC-Q101♯7

はんだクラック、パッケージクラック
Ａｌスライド

各種温度条件の装置保有

熱衝撃試験
（液相）

JEITA-ED-4701/202A はんだクラック、パッケージクラック
チップクラック

各種温度条件の装置保有

パワーサイクル試験 JEITA-ED-4701/601〜603
AEC-Q101♯5

パワ－チップはんだクラック
Ａｌワイヤ接合部クラック

⾼電流動作基板の設計／製作
試験環境の構築〜動作試験の投⼊

3ページを
参照ください。

静電破壊試験
（HBM CDM）

JEITA-ED-4701/304A〜305C
AEC-Q101♯5

絶縁膜破壊 ESD基板の設計／製作
ESD試験の投入

振動・衝撃試験 JEITA-ED-4701/403A〜404A
AEC-Q101♯5

Ａｌワイヤ断線、パッケージクラック 専用冶具の設計／製作
振動・衝撃試験の投入
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 概要

⾼温もしくは⾼温⾼湿環境下で⾼電圧を印加して、絶縁劣化の故障モードを再現する試験です。
バイアス基板においても、水分による配線間リークや、絶縁破壊する可能性が考えられることから、プリント配線の間隔を大きく
取ったり、空中配線にすることもあります。また、搭載部品や基板素材も、その試験条件に適した仕様を選定しています。

パワーデバイス 高温（高湿）高電圧試験基板の一例

Ta=～200℃ Rh=～85% V=～1200V 投入数はご希望に応じます。

パワーデバイスの高温（高湿）高電圧試験（JEITA-ED-4701/601 602）

高温ﾊﾞｲｱｽ基板 （配線部）

低電圧部はﾌﾟﾘﾝﾄ配線 高電圧部は空中配線
高温高湿高温バイアス試験 （配線部）

全端子空中配線

大きいサンプルのバイアス基板 （配線部）

ソケットサイズに適合した基板サイズ



© 2016 Renesas Engineering Services Co., Ltd. All rights reserved. ページ 3

 概要

主にスイッチングデバイスなど、特有の動作条件下で⾒られる故障モー
ドを再現する試験です。パッケージ温度（Tc）が比較的安定した状態で、
スイッチング 動作を繰り返します。特にチップから上の部分におけ
る、材料間の線膨張係数の違いによる劣化評価です。

（Ｔｊ）

パワーサイクル試験装置1～3号機（内製）

ID=～300A ＶＤ=～10V VG=～16V ｹﾞｰﾄ順次駆動 0.1ｓ～1s on 投入数12～20個

ショートタイムーパワーサイクル（参考：JEITA-ED-4701/601 602）

専用通電基板（内製）

サンプル1個／基板に実装します。

ご要望に応じた基板設計／製作を行います。
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ロングタイムーパワーサイクル（参考：JEITA-ED-4701/603）
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 概要

主にパワーデバイスのＯＮ／ＯＦＦに伴う温度スイングによる故
障モードを再現する試験です。 デバイスのＯＮでデバイス自身が
発熱して温度（Ｔｊ、Ｔｃ）が上昇し、ＯＦＦでＴａに戻ります。
特にチップから下の部分における、材料間の線膨張係数の違いに
よる劣化評価です。
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パワーサイクル試験設備 （内製）

ID=～400A ON時間1s～2min 投入数 5～77個

ご要望に応じて通電電力、投入数等の仕様変更は可能です。

サンプル接続冶具 （内製）

サンプル形態に応じて、通電基板製作、ヒートシンク系の

加工を行います。
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パワーサイクル試験の故障事例

試験結果例(ワイブルプロット) 故障モード例 Alワイヤネック切れ寿命予測例(MTTF)

弊社実験例
ｼｮｰﾄﾀｲﾑ ﾊﾟﾜｰｻｲｸﾙ試験にてΔTj条件にて試験を行い寿命予測をいたしました。
また、不良品解析の結果、Ａｌワイヤネック部にクラックが発生していました。（オープン不良）

 ショートタイム パワーサイクル試験の故障モード
主にＡＬワイヤにクラック及び剥離が発生

 ロングタイム パワーサイクル試験の故障モード
主にチップ下のはんだ接合部クラック及び剥離が発生

ﾛﾝｸﾞﾀｲﾑ ﾊﾟﾜｰｻｲｸﾙﾓｰﾄﾞ

ｼｮｰﾄﾀｲﾑ ﾊﾟﾜｰｻｲｸﾙﾓｰﾄﾞ

ﾁｯﾌﾟ過電流破壊

アルミワイヤ


